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Response speed of the scintillator material is depended on the luminescence 
wavelength. It is required that the luminescence wavelength should be short in vacuum 
ultra violet (VUV) for high speed response. KMgF3 crystal has high speed response by 
core-valence band luminescence. In this report, the crystal was grown by Cz method. 
Transmittance, cathode luminescence, and X-ray luminescence were evaluated. Then, 
the crystal showed high clarity and short wavelength luminescence of approximately 
150 nm. In addition, the radiation responses of γ-rays and β-rays were measured by the 
photomultiplier tube (PMT) for VUV. As results, the signal of each γ- and β-rays could be 
detected. However, the signal level was small because the quantum efficiency of the 
PMT is insufficient. As the future plan, the light detector with high quantum efficiency 
should be applied, for example the Micro Strip Gas Chamber or Micro Pixel Chamber. 
 
1. はじめに 
 近年の計測技術の多くは光計測に限らず

高速応答への対応が迫られ、その研究開発

が進められている。放射線計測においても

例外ではなく、応答速度の速いものが望ま

れる。半導体素子により直接放射線を受け、

測定するものは十分な応答速度を有してい

るが、高エネルギー放射線の計測や中性子

線の測定では直接計測することが難しく、

シンチレータなどを介した計測が必要とな

る。しかしながらシンチレータ結晶の応答

速度を上げるためには真空紫外線(VUV)領
域で発光するような波長の短いものを用い

る必要があり、それに対応する受光素子も

VUV 領域で感度の高いものを用いる必要
がある。これに対して Micro Strip Gas 
Chamber (MSGC)[1] や Micro Pixel 
Chamber (µ-PIC)[2]などのガスカウンター
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程度であることが確認でき、BaF2単結晶と

比べて短波長に表れていることがわかった。 
 またγ線およびβ線照射による応答特性

評価の結果を Fig. 8、Fig. 9に示した。共
に破線で示したスペクトルは結晶を外した

測定結果であり、ノイズおよびγ線および

β線が直接 PMT と起こした相互作用の結
果である。つまりここではバックグラウン

ドと考えてよい。そのバックグラウンドと

比較すると結晶からのシンチレーション光

を検出していることが確認できた。しかし

ながら検出した信号はバックグラウンド成

分との分離ができるほどのピークにはなら

なかった。 
 
5. まとめ 
 本研究では MSGC や µ-PIC などのガス
カウンターにおいて量子効率の高い波長域

で発光するシンチレータの開発を試みた。

そのためコア-バレンス間で発光を示し、波
長域が150 nm付近であるKMgF3単結晶に

着目した。この結晶を Cz法により育成し、
[100]方向への成長で良好な結晶を得た。 
 作製した結晶を用いて、発光特性を評価

したところ、約 150 nm付近での発光波長
ピークを確認することができ、γ線やβ線

のスペクトル測定に成功した。しかしなが

らバックグラウンド成分との分離までには

至らなかった。 
 今後の課題としては、シンチレータの発

光量の増加に加え、より量子効率の高いガ

スカウンターとの組み合わせによる信号強

度の増加を目指す。 
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